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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

母材基板から異種の基板上に素子を接合させる技術の研究が行われており、本研究
では発光素子を異種基板上に常温かつ大気圧下で接合することを目的としている。
接合する発光素子としては100μmサイズの素子の形成および接合の実績があるの
で、より微細な20μmサイズの発光素子の接合技術を念頭に窒化ガリウムLED薄膜
を用いて素子構造を形成した。デバイス作製は広島大学のマスクレス露光装置およ
びエッチング装置等の設備を利用して行った。

実験
Experimental

【実験方法】 窒化ガリウムLED薄膜上にハードマスクとなるシリコン酸化膜をプラ
ズマCVD装置により堆積させた。デバイス形状のパターニングはマスクレス露光装
置により行い、シリコン酸化膜や窒化ガリウムのエッチングはドライエッチングに
より行った。レジストパターンの形状は光学顕微鏡により、エッチング後の形状は
走査型電子顕微鏡を用いて確認した。

結果と考察
Results and Discussion

レジストパターニングおよび窒化ガリウムLED層のメサエッチングにより、10μm
サイズまで良好な形状が作製できることが確認できた。作製した素子の走査型電子
顕微鏡像の一例をFig.1に示す。合わせ露光が必要な層では想定のサイズより大きく
なる現象がみられ、さらなる微細化には露光条件など作製工程の改善が必要である
ことが示唆された。今後は作製した素子上に電極パターンの形成を行い、常温かつ
大気圧下で異種基板上に接合する技術の確立を目指す。
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Fig. 1  Scanning electron microscope image of fabricated devices
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